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(57) Abstract: The invention relates to the production of a microelectronic device, comprising: a) producing a structure with a carrier
(100) provided with a semiconductor layer (12) having a first level (N1) of components, the carrier (100) being provided with another
semiconductor layer (120) having a second level (N2), the other semiconductor layer (120) having a lower sub-layer (121) and an upper
sub-layer (122), a first of the lower and upper sub-layers being made of crystalline semiconductor material (C) while a second of the
sub-layers is made of amorphous semiconductor material (A); then b) forming a gate block (132) on said other semiconductor layer
(120); then, c) forming, on either side of the gate block (132), doped regions (125) on either side of a semiconductor zone located
opposite the gate block (132) and intended to accommodate a channel of said transistor; and then, d) carrying out a low-temperature
heat treatment so as to implement a recrystallisation of the second semiconductor sub-layer by using the first semiconductor sub-layer
as the starting zone of a recrystallisation front while carrying out an activation of said dopants.

(57) Abrégé : Réalisation d'un dispositif microélectronique comprenant : a) réaliser une structure avec un support (100) muni d'une
couche semi-conductrice (12) d'un premier niveau (N 1) de composants, le support (100) étant pourvu d'une autre couche semi-conduc-
trice (120) d'un deuxieme niveau (N2), l'autre couche semi- conductrice (120) comportant une sous-couche inférieure (121) et une sous-
couche supérieure (122), une premiere des sous-couches inférieure et supérieure étant en matériau semi-conducteur cristallin (C) tandis
qu'une deuxieme des sous-couches est en matériau semi-conducteur amorphe (A), puis, b) former un bloc (132) de grille sur ladite autre
couche semi-conductrice (120), puis, c) former, de part et d'autre du bloc (132) de grille, des régions dopées (125) de part et d'autre
d'une zone semi-conductrice située en regard du bloc (132) de grille et prévue pour accueillir un canal dudit transistor, puis, d) réaliser
un traitement thermique basse température de sorte a effectuer une recristallisation de la deuxiéme sous-couche semi-conductrice en
se servant de la premicre sous-couche semi-conductrice comme zone de départ d'un front de recristallisation tout en effectuant une
activation desdits dopants.
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